Opis poszczegolnych przedmiotow
(Sylabus)
Fizyka techniczna studia pierwszego stopnia

Nazwa Przedmiotu: Podstawy elektroniki i techniki dwodéw elektrycznych
Kod przedmiotu:

Typ przedmiotu: obowigzkowy

Poziom przedmiotu:

rok studidw, semestr: trzeci, semestr V

Liczba punktéw ECTS: 5

Metody nauczania: 30 godz. wykiad, 45 godz. laboratium
Jezyk wyktadowy: polski

Imi ¢ i nazwisko wyktadowcy: prof. dr hab. Eugeniusz Szegij
Wymagania wsgpne:

1) Zaliczenie z I-j cgci tego kursu

2) Zaliczenie podstaw informatyki

3) Znajomd¢ obstugi komputera

Cele przedmiotu (efekty ksztatcenia i kompetencji):

Poznanie zasad dziatania wspotczesnych padgme elektronicznych tak analogowych jak
i cyfrowych oraz podstaw komputeryzacji eksperymetiizycznego, co jest niegzbne
w wspotczesnym miernictwie.

Umiejetnos¢ postugiwania s wspotczesnym spegem  elektronicznym, orientowa sie
w katalogach ogci elektronicznych, katalogach firm — producentowzypzaddw
elektronicznych i miernikdéw, umiginos¢ ztozenia zestawow linii pomiarowej.

LP. Tresci merytoryczne przedmiotu LICZBA GODZIN

WYKLAD

1 |Podstawy fizyki materiatéw pétprzewodnikowych. 2
Pojcie o pasmach energetycznych w ciatach krystaliciany
Statystyka elektronéw i dziur. Poziom Fermi’eg@s€@s¢ standw.
Przewodnictwo witasne. Domieszki donorowe i akcept@r.
Przewodnictwo domieszkowe. Oklenie koncentracji i
ruchliwosci nasnikdéw pradu: elektronéw i dziur.




Ztacze p-n. Diody.

Model dyfuzyjny zhcza p-n. Powstanie warstwy zaporowej.
tadunek przestrzenny, pole weytrzne. Model energetyczny
zlacza p-n. Whasngei prostujce. Zhcze p-n jako dioda.
Charakterystyki prdowo-naptciowe. Dioda jako przetznik.
Dioda Schottky’ego, dioda Zenera, dioda tunelowa.

Tranzystory.
Tranzystor ziczowy bipolarny — model energetyczny. Dziatanié
tranzystora bipolarnego. Charakterystykigonwo-nap¢ciowe.
Prad zerowy tranzystora. Tranzystor jako paeehik. Tyrystory i
triaki. Tranzystory polowe ztzowe —JEFT. Efekt polowy
powierzchniowy w potprzewodnikach, struktury MOSafizystor
na strukturze MOS — MOSFET

Wzmacniacze tranzystorowelUktady podstawowe: wzmachiac
0 wspolnym emiterze, wzmacniacz o wspolnym koletepr
wzmachniacz o wspolnej bazie. Obwod zpsty z tranzystorem
idealnym, wzmacniaczy dla sygnatéw o wielkiegsiotliwosci.
Punkt pracy tranzystora. Spganie stopni wzmacniggych.
Sprzzenie zwrotne a wtasgoi wzmacniaczy.

Wzmacniacze operacyjneWWzmacniacz idealny operacyjny.
Wzmacniacz odwracgpy, wzmacniacz nieodwraaealy. Wtornik
napkciowy. Wzmacniacze: sumyge, r@&nicowe, r@niczkujace,
catkujace, logarytmujce. Komparatory analogowe. Rzeczywist
wzmacniacze operacyjne i ich cechy. Rodziny scalbruktadow
wzmachniaczy operacyjnych.

11%

Generatory.

Generatory drgasinusoidalnych. Generatory kwarcowe.
Generatory przebiegéw niesinusoidalnych. Szumxkiczania.
Elektryczne sprgyanie zaktéck, magnetyczne spgganie
zaklocer

Podstawy matematyczne elektroniki cyfrowejPodstawy
dwuwartgciowej algebry Boole’a. Operacje matematyczne na
liczbach w kodzie binarnym. Podstawowe bramki ientery.
Tablice prawdy. Przyktady uktadow z bramkami cyfyom
wykonujce funkcje logiczne.

Cyfrowe uktady elektroniczne.Rodziny cyfrowych uktadow
scalonych. Proste uktady z bramek cyfrowych. Uktagkonupce
operacje matematyczne: sulang, réniczkujce, opé&niajace i td.
Multipleksery i demultipleksery. Przerzutniki. Liwiki binarne.
Liczniki dziesktne, kod BCD i inne. Wiwietlacze, dekodery,
rejestry. Przetworniki analogowo-cyfrowe (ACP). &xzorniki
cyfrowo-analogowe (CAP). Pagui. Mikroprocesory




Komputeryzacja pomiarow fizycznych.Przesytanie danych,
magistrale. Zastosowanie multiplekseréw i demugtigerow,
przerzutnikOw i rejestrow. Pardi buforowe. Linie pomiarowe w
réznych standardach: standardy NIM, CAMAC, VME. Kaf¢P
i CAP produkowane przez potentatéw elektroniczniddtional
Instruments, MAXUM i td). Typowy uktad pomiarowy
skomputeryzowany.

Razem

30

CWICZENIA LABORATORYJNE

Wstepne zagcie. BHP, zasady przeprowadzeniaga]
Pradowo-napieciowe charakterystyki diody
Pradowo-napieciowe i czstotliwosciowe charakterystyki
tranzystora bipolarnego.

4. Pradowo-napieciowe i czstotliwosciowe charakterystyki
tranzystora polowego

5. Wzmacniacze operacyjne (uktady scalone analogowe)
Pomiar oporngci wyjsciowej Okrelenie punktu pracy i
wspotczynnika wzmocnienia..

6. Zastosowania wzmachiaczy operacyjnychVzmacniacz
sumupcy, r&niczkujacy, catkupcy, generator z mostkiem
Viena, generator z uktadem podwojnego T.

7. Cwiczenia na uktadach scalonych cyfrowych z
wykorzystaniem Electronic Education Systems.
Sprawdzenie tablic prawdy — wadtd praddw i napéec dla
stanow ,0” i,1". Charakterystyka przgizania bramki NAND
okreslanie czasu propagacji w bramce NAND.

8. Wykonanie funkcji logicznych i operacji matematygznych z
uktadami scalonymi cyfrowymi: sumator i pétsumator.

9. Cwiczenia z przerzutnikami, przetwornikami ACP i CAP.

10. Komputerowy uktad pomiarowy. Wykonanie pomiarow

charakterystyk diody, tranzystora i uktadow cyfrayz

wykorzystaniem modelu DMS-51
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Razem

45

Metody oceny:

Wyktady — Zaliczenie na podstawie list obeéaiooraz przedstawionych notatek.
Cwiczenia laboratoryjne —Zaliczenia na podstawie wykonany@hiczea przewidzianych Programem
po ztazeniu sprawozdai ich zaliczeniu.
Egzamin koncowy w postaci testu pisemnego. Warunkiem dopuszczenegdaminu gzaliczenia za
Wyktady i Cwiczenia laboratoryjne

Spis zalecanych lektur:

1.
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W. Wawrzynski, Podstawy wspétczesnej elektroniki, Oficyna wyda®Ralit. Warsz.,
2003
. Filipkowski, Elementy i uktady elektroniczne, Oficyna wydawnliP&Varsz., 2002
P. Gorecki, Wzmacniacze operacyjne, Wyd. BTC, W-wa, 2002

Laboratorium podstaw techniki cyfrowej, pod. RadHtawiczki, Polit.Slaska, Gliwice,

2001



4. T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym, Warszawé/Np,
1994

/podpis prowadgego/ /podpis Kierownika Zaktadu/



